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CMOSプロセスと融合性が高いゲルマニウム (Ge)は、次世代エレクトロニクスにおいて高速・

高密度信号伝送技術を支える材料として注目を集めている[1]。Si 上に成長した Ge を用いた発光

デバイスや光検出器の性能向上には、結晶品質の向上が必要であり、キャリア寿命は結晶性評価

の重要な指標である。しかしながら、薄膜 Geの正確な寿命評価には拡散による影響を考慮する必

要があり、両極性拡散係数がその見積には必要である。しかし、Si 上に直接成長された薄膜 Ge

についての評価はこれまで報告が無い。本発表では、時間分解発光法を用いて[3]、ノンドープ Si

上 Ge成長膜の両極性拡散係数 Daを評価したので報告する。 

時間分解発光測定は、Ti:Sapphireパルスレーザ（80 MHz, 735 nm, 100 fs, 80MHz）を対物レンズ

で試料表面に集光したものを励起光とし、同じ対物レンズで集光した発光を光ファイバ接続の超

伝導単一光子検出器で検出し（波長範囲 1.2-1.8m）時間相関単一光子係数法を用いて行った。図

1 (a)に、倍率とＮＡの異なる対物レンズを用いて励起スポット径を変えた時の、ノンドープ Ge (厚

み 390 nm)試料の室温における発光減衰曲線を示す。Geは十分薄く膜厚方向の拡散の効果は無視

できると考えられ面内方向の拡散効果を調べることができる。励起スポット径が小さいほど過渡

的な応答が見られ、励起スポット半径 rexが >10 mから単一指数減衰し、20 mでは膜本来の寿

命(1.45 ns)に漸近していると考えられる。図 1 (b)には、rexが 0.45 mの実験結果と、両極性拡散

係数 Daを 13,18,23 cm
2
/sと変えたシュミレーション結果を示す。これから、両極性拡散係数 Da = 18 

cm
2
/sと評価することができた。詳細については発表当日に報告する予定である。 

   

図１(a) 様々な励起光スポット径での Ge膜厚 390 nm試料における発光減衰曲線と、 

(b) rex=0.45 mの実験と Daを変えたシュミレーション結果。 
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